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0

nivel de susceptibilidad:
nivel de perturbación a partir del cual un dispositivo o un sistema
empieza a funcionar mal.

Nivel de perturbación

margen de inmunidad nivel de inmunidad:
nivel normalizado de perturbación que puede soportar un dispositivo
o un sistema.

nivel de compatibilidad electromagnética:
nivel máximo especificado de perturbaciones que cabe esperar en un 
entorno dado.

límite de emisión:
nivel normalizado de emisión que un dispositivo no debe superar.
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